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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月14日(2012.11.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
減圧可能に構成され，上部電極と下部電極が対向して配置された処理室内において，前記
電極間に高周波電力を印加して所定のガスのプラズマを生起することで前記下部電極上に
載置された基板に対して所定の処理を施す基板処理方法であって，
　被エッチング膜上に形成された反射防止膜上に，複数の開口部を有するレジストパター
ンが形成された前記基板に対して，前記被エッチング膜をエッチングする前に前記レジス
トパターンの各開口部の側壁に堆積物を堆積させるステップを有し，
　前記堆積ステップは，前記処理室内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上にし，ＣＨＦ系ガス
を１０００ｓｃｃｍ以上導入してプラズマを生起することを特徴とする基板処理方法。
【請求項２】
前記ＣＨＦ系ガスはＣＨＦ３ガスであることを特徴とする請求項１に記載の基板処理方法
。
【請求項３】
前記堆積ステップにおける前記ＣＨＦ３ガスの流量は，１５００ｓｃｃｍ以上３０００ｓ
ｃｃｍ以下であることを特徴とする請求項２に記載の基板処理方法。
【請求項４】
前記堆積ステップにおける前記処理室内の圧力は，１５０ｍＴｏｒｒ以上であることを特
徴とする請求項３に記載の基板処理方法。
【請求項５】
前記堆積ステップにおける前記処理ガスのレジデンスタイムは０．１秒以下であることを
特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の基板処理方法。
【請求項６】
前記基板の被エッチング膜と反射防止膜との間には，下層レジスト膜が形成されているこ
とを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の基板処理方法。
【請求項７】
減圧可能に構成され，上部電極と下部電極が対向して配置された処理室内において，前記
電極間に高周波電力を印加して所定のガスのプラズマを生起することで前記下部電極上に
載置された基板に対して所定の処理を施す基板処理装置であって，
　前記下部電極に所定の高周波電力を印加する電力供給装置と，
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　前記処理室内に所定のガスを供給するガス供給部と，
　前記処理室内を排気して所定の圧力に減圧する排気部と，
　被エッチング膜上に形成された反射防止膜上に，複数の開口部を有するレジストパター
ンが形成された前記基板に対して，前記被エッチング膜をエッチングする前に前記レジス
トパターンの各開口部の側壁に堆積物を堆積させるステップを実行する制御部を，備え，
　前記制御部は，前記堆積ステップにおいて前記処理室内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上
にし，ＣＨＦ系ガスを１０００ｓｃｃｍ以上導入してプラズマを生起することを特徴とす
ることを特徴とする基板処理装置。
【請求項８】
前記ＣＨＦ系ガスはＣＨＦ３ガスであることを特徴とする請求項７に記載の基板処理装置
。
【請求項９】
前記堆積ステップにおける前記ＣＨＦ３ガスの流量は，１５００ｓｃｃｍ以上３０００ｓ
ｃｃｍ以下であることを特徴とする請求項８に記載の基板処理装置。
【請求項１０】
前記堆積ステップにおける前記処理室内の圧力は，１５０ｍＴｏｒｒ以上であることを特
徴とする請求項９に記載の基板処理装置。
【請求項１１】
前記堆積ステップにおける前記処理ガスのレジデンスタイムは０．１秒以下であることを
特徴とする請求項７～１０のいずれかに記載の基板処理装置。
【請求項１２】
前記基板の被エッチング膜と反射防止膜との間には，下層レジスト膜が形成されているこ
とを特徴とする請求項７～１０のいずれかに記載の基板処理装置。
【請求項１３】
請求項１に記載の堆積ステップを実行するプログラムを記録したことを特徴とするコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体。
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